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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering – SEMESTER – 6 (NEW) – EXAMINATION – Summer-2023 

 

Subject Code: 3361104 Date: 06-07-2023 

Subject Name: VlSI 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks:  70   
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Draw voltage transfer characteristic of ideal inverter.  

 ૧. આઈડલ ઇનવર્ટરની વોલ્રે્જ ર્ર  ન્સફર લ ક્ષણણકત  ગ્ર ફ દોરો.   

 2. Define the terms: Voh, Vol, Vih, Vil.  

 ૨. Voh, Vol, Vih, Vil  ની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 3. Define the terms: NML, NMH.  

 ૩. NML, NMH   ની વ્યખ્ય  આપો.   

 4. Write input voltage range for different operating modes of Resistive load 

inverter. 

 

 ૪. રણેજસ્ર્ીવ લોડ ઇનવર્ટર ન  જુદ  જુદ  ઓપેરણેર્ાંગ મોડસ મ રે્ ઈન્પુર્ વોલ્રે્જ રેંજ 

લખો.  

 

 5. Compare enhancement load nMOS inverter with depletion load nMOS 

inverter. 

 

 ૫. enhancement load nMOS ઇનવર્ટરની depletion load nMOS ઇનવર્ટર સ થે 

તુલન  કરો.  

 

 6. Draw Resistive load inverter circuit.  

 ૬. Resistive load ઇનવર્ટર ની સણકટર્ દોરો.   

 7. Draw layout of CMOS inverter with p type substrate.  

 ૭. P ર્ ઇપ સબસ્ર્રેર્- CMOS ઇનવર્ટર નો લેઆઉર્ દોરો.    

 8. Write conditions of pMOS transistor in various operating regions of CMOS 

inverter circuit.  

 

 ૮. CMOS ઇનવર્ટર સણકટર્મ ાં pMOS ર્ર  ન્સસીસ્ર્ર ની જુદી જુદી ણસ્થણત ણવષે લખો.   

 9. Define power dissipation in an inverter circuit.  

 ૯. ઇનવર્ટર સણકટર્ મ રે્ પ વર ણડસસીપેશન ની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 10. List the advantages of CMOS inverter.  

 ૧૦. CMOS ઇનવર્ટર ન  ફ યદ  જણ વો.   

    
Q.2 (a) Draw energy band diagram of p type silicon substrate. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) P ર્ ઇપ ણસણલકોન સબસ્ર્રેર્ નો એનણજટ બેન્ડ ડ યેગ્ર મ દોરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw energy band diagram of MOS structure operating in depletion mode 

under small gate bias. 

03 

 (અ) ડેપ્લેશન મોડમ ાં સ્મોલ ગેર્ બ યસ મ રે્ MOS સ્ર્ર ક્ચર નો એનણજટ બેન્ડ ડ યેગ્ર મ ૦૩ 
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દોરો. 

 (b) Draw the physical structure of an n channel enhancement type MOSFET. 03 

 (બ) n channel enhancement type MOSFET નુાં ણફણજકલ સ્ર્ર ક્ચર દોરો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw various circuit symbols for p channel enhancement type MOSFETs. 03 

 (બ) p channel enhancement type MOSFETs ન  સણકટર્ ણસમ્બોલ દોરો.  ૦૩ 

 (c) Explain drain current vs drain voltage characteristic of an n-channel 

MOSFET with necessary diagram. 

04 

 (ક) n-channel MOSFET મ રે્ ડર ેઇન કરેંર્ vs ડર ેઇન વોલ્રે્જ નો લ ક્ષણણકત  ગ્ર ફ 

સમજાવો.   

૦૪ 

  OR  

 (c) Write a short on FPGA. 04 

 (ક) FPGA પર નોધ લખો.  ૦૪ 

 (d) Explain CMOS ring oscillator circuit. 04 

 (ડ) CMOS ણરાંગ ઑસીલેર્ર સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Draw and explain two input NOR gate with depletion nMOS loads. 04 

 (ડ) two input NOR gate with depletion nMOS loads સણકટર્ દોરી સમજાવો.  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain CMOS inverter circuit in brief. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) CMOS inverter સણકટર્ રુ્ાંક મ ાં સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw CMOS NAND2 gate. 03 

 (અ) CMOS NAND2 gate દોરો.  ૦૩ 

 (b) Implement the following logic circuit using CMOS inverter: 

Y = (DEA + BC)’ 

03 

 (બ) CMOS inverter ની મદદ થી લોણજક સણકટર્ દોરો  

Y = (DEA + BC)’ 

૦૩ 

  OR  

 (b) Implement the following logic circuit using CMOS inverter: 

Y = ((A + B)(C + D))’ 

03 

 (બ) CMOS inverter ની મદદ થી લોણજક સણકટર્ દોરો 

Y = ((A + B)(C + D))’ 

૦૩ 

 (c) Implement the following logic circuit using depletion nMOS load inverter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 (ક) Y =  (A(D + E) + BC)’ ૦૪ 

   

depletion nMOS load inverter ની મદદ થી લોણજક સણકટર્ દોરો 

Y =  (A(D + E) + BC)’ 

OR 

 

 (c) Explain CMOS SR latch circuit based on NOR gate.  04 

 (ક) CMOS SR latch circuit based on NOR gate સમજાવો. ૦૪ 

 (d) Implement clocked SR latch based on NAND gate using depletion load 

NMOS inverter. 

04 

 (ડ) clocked SR latch based  on NAND gate,  depletion load NMOS inverter ની 

મદદથી દોરો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) Implement clocked JK flip flop based on NAND gate using CMOS inverter. 04 

 (ડ) clocked JK flip flop based on NAND gate,  CMOS inverter ની મદદથી દોરો. ૦૪ 
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Q.4 (a) Write a VHDL programme for 4 input OR gate. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) 4 input OR gate મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ લખો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write a VHDL programme for logic Y = AB’ + C(D + E) 03 

 (અ) Y = AB’ + C(D + E) મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૩ 

 (b) Write VHDL programme for Full Adder. 04 

 (બ) Full Adder મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Write VHDL programme for XOR gate using structural method. 04 

 (બ) XOR gate મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ structural મેથડ થી લખો. ૦૪ 

 (c) Explain VLSI design flow using Y chart. 07 

 (ક) VLSI ડીજાઇન ફ્લો Y ચ ર્ટ  થી સમજાવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write VHDL programme for 4x1 multiplexer. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) 4x1 multiplexer મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૪ 

 (b) Write VHDL programme for 4 bit parallel adder using structural method. 04 

 (બ) 4 bit parallel adder મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ structural મેથડ થી લખો. ૦૪ 

 (c) Write VHDL programme for D Flip Flop. 03 

 (ક) D Flip Flop મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૩ 

 (d) Write VHDL programme for JK Flip Flop. 03 

 (ડ) JK Flip Flop મ રે્ VHDL પ્રોગ્ર મ લખો. ૦૩ 

 

************ 


